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1. 研究背景と目的 

長距離大容量光ファイバー通信システムの光源として用

いられる半導体レーザーには，安定した単一軸モード動作

が求められる．DFB-LD は最も安定な単一軸モード動作を

示す半導体レーザーである．  
位相シフト DFB-LD の前方端面からの出力光は信号光と

して用いられ，後方端面からの出力光はトラッキングエラ

ーを防止するためのモニター光として用いられる． 
位相シフト DFB-LD の前方端面の光出力を P1，後方端面

の光出力を P2 とすると，前方／後方端面光出力比 P1/P2 は

約 1 である．この場合，後方端面からの光出力は，モニタ

ー光としては十分すぎるほど大きい．したがって，両端面

からの総光出力を一定に保ったまま，前方端面出力を大き

くして後方端面出力を小さくすることができれば，電力-
光変換効率を向上し低消費電力化に寄与することができる．

これまで，位相シフトの位置を前方端面に移動した DFB-
LD[2]，均一回折格子とチャープ型回折格子の界面に位相

シフトを導入した DFB-LD[3]，DFB-LD と DBR を集積した

DR-LD[4]が提案され，前方／後方端面光出力比としてそれ

ぞれ 2.3，2.6，51 が得られている． 
本研究の目的は，サンプルドグレーティング[5]を共振点

シフト DFB-LD に適用したときのレーザー特性を調べるこ

とである． 
 

2. 構造 

Fig.1に解析モデルを示す．共振点シフト DFB-LDは，共

振軸方向に沿って二つの領域から構成されている[6],[7]．  
平坦な領域がない場合の領域 1 と領域 2 の回折格子の周

期数 N1, N2はそれぞれ 3000，1500 である．領域 1 に選択的

に平坦な領域を設け，平坦な領域を除いた残りの回折格子

の周期数を N11, N12とした．そして，この N11と N12をパラ

メーターとして前方／後方端面光出力比を調べた．∆Λは二

つの領域の回折格子のピッチ差であり，Λ2=Λ1 + ∆Λとした． 
∆Λ=0 のときの全共振器長は L=N1 × Λ1 + N2 × Λ2=1089 µm で

ある．回折格子の深さは 30 nm であり，このとき回折格子

の結合係数κは 64 cm-1 である．また両端面のパワー反射率

は 0%とした．シミュレーションには Rsoft 社の LaserMOD
を用いた． 

 
3. シミュレーション結果 
最良の結果が得られた条件 N11=200, N12=1200 は，前方端

面からの距離を l とするとき，48.4 µm ≤ l ≤ 387.2 µm の領域

が平坦であることを示している． 
 Fig.2 (a)に前方／後方端面光出力比 R と領域 1 と領域 2 の

回折格子のピッチ差∆Λとの関係を，Fig.2 (b)に電力-光変換

効率と前方端面からの光出力との関係を示す． 

前方／後方端面光出力比の最大値は 118.6 で，この値は

∆Λ=0.25 nm のときに得られた． 
光出力 1 mW における電力-光変換効率は，14.3 %であり，

一方，光出力 10 mW における電力-光変換効率は， 50.8 %
であった．  

 Fig.1 Analytical Model 

(a)                                               (b) 
Fig.2 (a) Front/Rear Facet Light Output Ratio R vs. ∆Λ and 
(b) Wall-Plug Efficiency vs. Light Output 
  
4. まとめ 
サンプルドグレーティングを有する共振点シフト DFB-

LD のシミュレーションを行った．最大の前方／後方端面

光出力比は N11=200, N12=1200, ∆Λ=0.25 nm のとき，118.6 と

なり従来の最大値 67.6[7]よりも増大した．また，光出力 10 
mW において，平坦な領域が存在する場合の電力-光変換効

率のほうが平坦な領域が存在しない場合の電力-光変換効

率よりも 0.8 ポイント大きくなった． 
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